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Una estructura MOS con Gate de  Polisilicio N++ y sustrato tipo P con densidad de 
dopantes NA = 1017 cm-3 y parámetros VT = 0.547 V, Ɣ2 = 0.545 V y C’OX = 246 nF/cm2.
● Hallar la curva de capacidad tensión del dispositivo indicando todos sus valores

característicos.
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Acumulación

Datos
Poly-N++; Sust-P

NA = 1017 cm-3

VT = 0.547 V
Ɣ2 = 0.545 V

C’OX = 246 nF/cm2.

Del ejercicio 
anterior:

ΦGate = -0.42 V
ΦBulk = -0.42 V
VFB = -0.97 V

0

vGB

VFB VT

VGB<V FB

xd=

Q'Bulk=

Q'acum=
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No hay zona
desierta (SCR)
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0

-C'ox (VGB-VFB) C'=C'ox
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Vaciamiento

Datos
Poly-N++; Sust-P

NA = 1017 cm-3

VT = 0.547 V
Ɣ2 = 0.545 V

C’OX = 246 nF/cm2.

Del ejercicio 
anterior:

ΦGate = -0.42 V
ΦBulk = -0.42 V
VFB = -0.97 V
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V FB<V GB<V T

xd=
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Cuentas auxiliares
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Cuentas auxiliares

¡¡Otra 
forma 

de calc
ular C’min

!!

C 'Bulk , min=
ϵSi
xd ,max

xd , max=
ϵSi
C 'OX [√1+

4(ϕB+V T )

γ
2

−1]=104 nm
xd ,max=√

−4 ϕ−B ϵSi
q N A

−2ϕBulk=
q N A xd ,max

2

2ϵSi

(x)ρ

E(x)

ϕ(x)

C 'min=C 'OX  en serie C ' Bulk ,min

C 'min=
C 'OX C 'Bulk ,min

C 'OX+C 'Bulk , min
=70.9 nF /cm

2

xd,max

q NA

q NA xd,max
  epsilon_SI

-phi_p

phi_p
- 2 x phi_p
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Inversión

Datos
Poly-N++; Sust-P

NA = 1017 cm-3

VT = 0.547 V
Ɣ2 = 0.545 V

C’OX = 246 nF/cm2.

Del ejercicio 
anterior:

ΦGate = -0.42 V
ΦBulk = -0.42 V
VFB = -0.97 V

xdmax = 104 nm

0

vGB

VFB VT

V FB<V GB<V T

xd=xd ,max

Q 'Bulk=−q N A xd ,max

(x)ρ

C ' (VGB)=
∂Q 'Bulk

∂ vGB
+

∂Q 'inv

∂ vGB
=

Q'inv=

xd,max

La SCR
no cambia

Aparece
carga de
inversión

-C'ox (VGB - VT)
C'ox
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Gráfico
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Bonus: ¿Cómo puedo simular/medir la curva CV?

iC (t)=C
∂ vC (t)

∂ t

vC (t)=m t ⇒
∂ vC (t )

∂ t
=m=

ΔV

Δ t
[m]=V /s

⇒ C '=
C

Area
=
iC (t) Δ t

ΔV Area
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